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Si , GaAs などを対象として実験的に詳細に調べ，照射損傷分布との関連を論じた。また，その特質
を活かした新しい微細加工法の可能性を指摘した。
磁性ガーネットへのイオン照射により誘起きれる応力効果と歪のエネルギー蓄積について述べ，バ
ブル磁区発生器，伸長器，検出器などへのデバイス応用の立場から，バブル磁区の挙動に対するイオ
ン照射効果の特質を論じた。
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論文の審査結果の要旨
本論文は KeV 領域の加速エネルギーをもっ重イオンと固体との相互作用において重要な照射損傷
形成を主題とし，いくつかの理論的あるいは実験的成果を述べている。ます\第 1 部において，衝突
カスケードの理論を，その基礎となる積分方程式の導出と数値解法に重点をおいて論じ，さらに，エ
ネルギー蓄積の空間分布について考察を加えている。この結果にもとづき，第 2 部において，重イオ
ン照射により生起された結晶表面の促食効果ならびにこれを利用した増速エッチングの諸特性を実験
的に調べ，照射損傷分布との関連を論じている。また，上記効果の特質を新しい微細加工法として活
用する可能性を指摘し，サプミクロン加工への適応性を実証している。さらに，磁性ガーネットへの
イオン照射により誘起される応力効果と歪のエネルギー蓄積について述べ，バブル磁区の挙動制御に
ついて論じている。これらの成果は，固体の重イオン照射効果の定量的取扱いと，その工学的利用の
可能性について新しい知見を与え，イオンビーム技術の発展に寄与するところ大であり， 学位論文と
して価{直あるものとら忍める。
? ?? ?
